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めて安定な球状分子(直径約0.71mm､質量数720)である【図4.1 (a)1｡ 1 98 5年に発
見され【1トその後､その特異な性質及びC60をベースにする新物質･デバイスの創製に




























































































l.9×10~5 Tbrr (400 ℃)
5×10~4 Tbrr (500 ℃)












1.4×10~5 Tbrr (400 ℃)
2×10-4 Tbrr (500 ℃)








































- 1.0) × 1010 cm-3である｡実験に使用したフラーレンは､ C60/C70混合物(C60 - 80
～90%､ C7｡=10-20%)及び高純度C60 (99.98%､ 99･5%)であり､昇華したフ
ラーレン粒子の気圧は10-4 paと同等かそれ以下である｡一方､フラーレンの実験使用
量(昇華前後の質量差)及び昇華時間から求めたプラズマ中-のフラーレン導入密度は､













































図4.6:電子半径方向分布の変化(200 ≦ ㌔ ≦ 500℃)0
図4.7:正イオン半径方向分布の変化(200 ≦ ㌔ ≦ 500℃)｡
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(i),(ii): β-0･3T､ (iii),(iv) : β-0･7T､ (Ⅴ),(vi) : β-1･lT｡















負イオン半径方向分布に対する影響を調べた結果､ Venal - 15 V､ Vend2 - +5 Vにバ




























































































図4･37‥ △Qapの定義( △¢ap > oの場合).
4A:i　薄膜の組成分析
図4･38は､成膜基板から回収した堆積膜のレーザー脱離飛行時間型質量分析装置( LD-
TOF MS )による質量分析結果である｡使用した分析装置は､ Shimadzu/Kratos社製､
KOMPACT MALDI-Ⅲである｡回- 0 - 0.3 cmと0.7 - 1.3 cmの基板上薄膜の分析




て､ Na(@)C60は､ △4･apと+5 Vで最大値を示し､それ以上の値では減少する傾向がみら

















(b) lrl=0.7 - 1･3cm
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図4.39: C60及びNa(㊨)C60の基板バイアス依存性｡





















微鏡( High Resolution Electron Microscopy, HREM )による直接観察を行った｡観察に
使用した装置は､ JEOL製JEM-3000Fである｡図4.42は､高真空中でシリコン基板に
蒸着させた高純度(99.98 %) C60薄膜片のHREM像である｡ C6｡分子に相当する直径約
1mmの白状斑点を有する円が整然と配列している像が得られている｡特に､右白枠の像
は､面心立方構造に特有の角状配列構造を有している｡また､図4,43は､ Na-フラーレ
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図4.43‥ Na-C6｡薄膜のHREM像｡ IrI-0･7 - 113 cm, △¢apと+5V｡
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とが多い｡特に､ M◎C82 ( M-La, Y, Sc, Ce, Pr, Gd, Ca)などの物質は､二硫化炭素
(cs2)､トルエンに溶解することb/S報告されているoしかしながら､ M@C60 ( M-Y･ Ba,














































を測定した結果､ LD-TOF MSによる質量分析とほぼ一致した値(△4･ap-3 - 5V)に最
大値をもつことが明らかになった(図4.48)0
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10
図4.48:吸収ピーク波長差△九の基板バイアス依存
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